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Hochleistung mit Sintertechnologie
Platin-Temperatursensoren fiir die Leistungselektronik

Der Betrieb an oberer Leistungsgrenze innerhalb der lhr Vorteil auf einen Blick:
Leistungselektronik erfordert eine genaue und schnelle
Temperaturerfassung. Das Design ermoglicht eine freie
Positionierung direkt an der Warmequelle oder Die. Die

= Optimierte Langzeitstabilitat bei hochster
Prazision tiber gesamte Lebenszeit

Oberseitenmetallisierung ist fir Al-Dickdrahtbonden = Potenzialfreie Positionierung direkt an der
geeignet und die Riickseite ist fir Silbersinter-Prozesse. Hitzequelle oder Die
Beide Seiten (Metallisierung) sind elektrisch voneinander = Anwendungstemperaturen tiber 200 °C

isoliert und somit ist der Sensor ohne separate Struktu-

rierung des Substrates direkt aufzusintern. = Oberseitenkontaktierung mit Standard Bonddraht




Diinnschicht-Platinmaander

Technische Parameter

Temperaturbereich -50 °C bis 200 °C

Toleranzklasse F 0,6

Temperaturkoeffizient TK = 3850 ppm/K
blasabdeckung , Messstrom 1000 ©: 0,1 bis 0,3mA

Aluminiumoxid-Substrat

Riickseiten-Metallisierung

Riickseiten-Metallisierung

Komponenten des Power Electronic Chips: Bestandene Zuverldssigkeitstest:

= Platin-Dinnschicht
Zuverlassigkeitstest Bedingungen

= Bondpads zum Al-Dickdrahtbonden

= Glasabdeckung

Hochtemperatur R
= Aluminiumoxid-Substrat Dauerlagerungstest t=1000 Stunden (200 C)
= Metallisierung auf der Riickseite
Temperatur 1000 Zyklen
Unsere Innovation - lhr Vorteil Wechseltest @ -40 °C/ +150 °C

= Optimierte Langzeitstabilitat bei hochster Prazision und stan-
dardisierter Charakteristik dank Pt-Technology RH=85 %,

Feuchtelagerungstest _ .
= Optimale thermische Ankopplung (schnelles SHEB SmEE (59 5C)

Ansprechverhalten) durch Silbersinterverbindung

= Anwendungstemperaturen tber 200 °C, abhangig Niedertemperatur

t=1000 Stunden (-50 °C
von der Verbindungstechnik Dauerlagerungstest A )

= Durch eine elektrische Isolierung zwischen Board und
Bondpaq ist keine s.fap.arate .Leiterbér?n guf dem.Board beneeiet t=1000 Stunden
notwendig und ermogllcht. eine Positionierung direkt an v @ 0,1 mA (200 °C)
der Waremequelle oder Die

= Montage auf dem Subtrat mittels Sintersintern Versuchsaufbau:

= Schnelle und zuverlassige Kontaktierung mit Standard 1206 SMD Chip, Heraeus Al H11 Dickdrant @ 300 ym

Bonddrahtlésungen (e.g., Heraeus Al-Dickdraht)
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Technische Anderungen vorbehalten.



